Влияние технологических параметров нанесения плёнок IGZO методом магнетронного распыления на свойства тонкоплёночных транзисторов
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В последнее время гибкая электроника привлекает все больше внимания, поскольку открывает целый ряд возможностей для применения во многих областях, таких как гибкие схемы, гибкие дисплеи, электронный текстиль, электронная бумага, устройства радиочастотной идентификации (RFID), носимые устройства, медицинские сенсоры и имплантируемые медицинские устройства. Следующее поколение гибкой электроники требует разработки активных тонкоплёночных устройств, потенциально микроконтроллеров, включающих как транзисторы, так и память для хранения данных.
Функциональным материалом гибких транзисторов является полупроводниковая плёнка, среди которых значительным потенциалом обладают плёнки оксида индия-галлия-цинка (InGaZnO, IGZO) в силу уникального сочетания электронных и физико-химических свойств. Ключевое достоинство IGZO заключается в исключительно высокой подвижности носителей заряда, которая в десятки раз превышает аналогичный показатель для традиционного аморфного кремния [1-2]. Это преимущество открывает путь к созданию высокоскоростных и энергоэффективных тонкоплёночных транзисторов, потребляющих значительно меньше энергии, что критически важно для автономных мобильных и носимых устройств. Другим важным преимуществом является оптическая прозрачность плёнок IGZO в видимой области спектра. Это свойство позволяет интегрировать электронные компоненты непосредственно в прозрачные дисплейные панели, создавая основу для разработки инновационных устройств от складных смартфонов до очков дополненной реальности. Одновременно с этим технология синтеза IGZO-плёнок совместима с низкотемпературными процессами, что позволяет использовать гибкие полимерные подложки вместо традиционных хрупких стеклянных пластин. Такая комбинация прозрачности и гибкости создает новые подходы к проектированию электронных устройств.
В данной работе был разработан процесс синтеза тонких плёнок IGZO методом низкотемпературного магнетронного напыления из керамической мишени и изготовлены функциональные многослойные транзисторные структуры. Были измерены выходные, переходные и затворные характеристики, контактное сопротивление, исследовано влияние параметров осаждения полупроводниковых плёнок и топологии транзисторов на полевой эффект, подвижность и концентрацию носителей.
Представленные экспериментальные результаты могут быть полезны для разработки научно-технологических основ тонкоплёночной гибкой электроники.
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